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 ماسك نياز داشته باشيم و همچنين فرض كنيد كه هر مرحله از اين فرايند با10فرض كنيد كه در فرايند طراحي يك تراشه به 
% ساخته مي شود.كدام گزينه درست است؟98بارآوري 

%  است.9.8بارآوري تراشه ساخته شده   

%    است.81.7بارآوري تراشه ساخته شده 

%    است.81.7بارآوري تراشه ساخته شده بزرگتر يا مساوي

%     است.81.7بارآوري تراشه ساخته شده كوچكتر از 
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outin آن VTCولتاژ آستانه وارونگر جايي است كه در منحني  VV مي باشد.فرض كنيد وارونگري داراي ولتاژ آستانه=

1.6V باشد.چنانچه پهناي كانال Pبالابر اين وارونگر را دو برابر سازيم،آستانه سوئيچينگ جديد چه خواهد شد؟ 

1.6Vبزرگتر از 1.6Vكوچكتر از 

1.6Vبا اين داده ها نمي توان حساب كرد
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THGSDSبراي مقادير VVV −f ترانزيستور MOSدر چه ناحيه اي عمل مي كند؟ 

مرز خطي و اشباعاشباعخطيقطع
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=fF10،Ω با ظرفيت بار AOIفرض كنيد براي يك گيت  kRon nstriseباشد.اگر 10 واقعي چقدرPHLτفرض شود=5.0

است؟
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) را بر حسب تغييرات جريان .......نسبت به تغييرات ولتاژ .......تعريف مي شود.Figure of meritمعيار كيفي (

درين ، گيت -سورسدرين، درين-سورس

سورس،درين-سورسسورس،آستانه
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'2 با CMOSيك گيت انتقالي 
/100)/(,1 VALWKVVTH µ== و سيگنال هاي كنترلي   V5±كار مي كند.سيگنال

ورودي در محدوده ي صفر تا پنج ولت تغيير مي كند.مقاومت سوئيچ به ازاي مقادير حدي چقدر است؟

Ωk333Ωk25.1Ωk25Ωk33.3
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T�B! �/�B$MOSFET1&-�G 
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 در صورتي كه بخواهيم زمان هاي بالا رونده و پايين رونده با هم مساوي باشندCMOS پنج ورودي NORدر يك گيت 

pn و λ2،اندازه هاي ترانزيستورها چيست؟كوچكترين اندازه ترانزيستور را برابر با
µµ  فرض كنيد.=2

λλ 4,10 == pMOSnMOS WWλλ 10,2 == pMOSnMOS WW

λλ 20,2 == pMOSnMOS WWλ10== pMOSnMOS WW
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........مي نيمم ولتاژي است كه .....مي تواند به عنوان ....... تلقي گردد. 

OLVخروجي،يك منطقي،IHVورودي،يك منطقي،

ILVورودي،صفر منطقي،OHVخروجي،صفر منطقي،
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 ��F�'� )� U)�V �V�� ��GCMOSDG U)�V ]�h0[ U�"'i DG D�^ �) F ��H ��O� j"C�k�"c'$ ,�&G./"- 
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 ,�G &��%� �$��l H�.&`F� 
$ ��%20nm �! 100nm�"G�$ U)�V ���n o�3�"�G F &'-�G 
fG$ U)�V ]�h0[ F &-�G 

1pF1/"G &3�"V �&BE ��`q /�fG� o���%�$k&-�G cmFox /105.3
13−×=ε

mµ9.16mµ4.53mµ89.23mµ85.2
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كدام گزينه درست است؟

هدايت انتقالي در دوقطبي ها مستقل از دما مي باشد.

 درمقايسه با دوقطبي ها به مساحت كمتري نياز دارند.CMOSترانزيستورهاي 

 متصل به زمين،هنگامي كه سطح ولتاژ سورس به بالاتر از زمين مي رسد،ولتاژP در چاه nMOSبراي يك  ترانزيستور 
آستانه شروع به كاهش مي كند.

 استفاده كرد.CMOS مي توان دقيقا از همان فرآيند ساخت BiCMOSبراي ساخت مدارهاي 
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كدام درست است؟

 به كار رود.p و نفوذ nيك تماس مي تواند براي اتصال نفوذ 

 به كار رود.2 مي تواند براي اتصال پلي و فلز Viaيك 

 استفاده شود.1يك تماس مي تواند براي اتصال نفوذ و فلز 

اتصال پيدا مي كند.DDV قرار گيرند كه آن نيز به P يا چاه P بايد در يك زيرلايه-nMOSترانزيستورهاي 
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در مقايسه وارونگر با بار تخليه اي با وارونگر با بار مقاومتي، در وارونگر با بار تخليه اي حاشيه هاي نويز ......و مساحت
چينش....... مي باشد.

بيشتر،بزرگتربيشتر،كوچكتركمتر،بزرگتركمتر،كوچكتر
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